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جیل و تقنیة الطباعة  -تحضیر أغشیة رقیقة من ثاني أكسید التیتانیوم بطریقة الصول : عنوان الرسالة

 بالبصمة النانومتریة في ظروف درجات حرارة منخفضة

 

رت        ضّ رقیقة من ثاني اكسید التیتانیوم  أغشیةحُ (TiO٢)  -بطریقة الصول  ذات البنیة النانومتریة 

تطبیقات الخلایا جیل مع دمج البولیمرات الإسھامیة المناسبة للحصول على شكل رغوي لإستخدامھا في 

تم إستخدام تقنیة الطباعة بالبصمة النانومتریة   . كمادة غیر عضویة في الطبقة النشطة الشمسیة الھجینة

              (Nanoimprinting Lithography) یة فوقیة إضافیة في حدود عشرات مع نقش بن 

ثاني اكسید التیتانیوم المُحضرة لزیاده مساحة سطحھا و قدرتھا على  أغشیةالنانومتر على سطح 

ً إضافة مادة الـ . امتصاص الضوء تم أیضا  Poly(٣-hexyl-thiophene) P٣HT  أغشیةالعضویة الى  

ھا مع ة الطبقة المكونة منكفاءثاني اكسید التیتانیوم وإختبار  P٣HT لخلایا الشمسیة ستخدامھافي الإ

.الھجینة  

م المجھر الإلكتروني الماسح استخدو لتحدید الخصائص الضوئیة و التركیبیة للأغشیة ، تم إ     

)SEM (ومجھر القوة الذریة )  AFM . في الفضاء الحقیقي الأغشیةح سط عنللحصول على معلومات ) 

في الأغشیة بعد إزالة البولیمرات الإسھامیة منھا بالإضافة إلى قد أظھرت النتائج تكون  الشكل الرغوي 

 ٢٠النقش النانومتري على أسطح الأغشیة قبل و بعد إزالة البولیمرات الإسھامیة بعمق یصل ال 

( عند زوایا سقوط صغیرة تشتت الأشعة السینیةتم استخدام تقنیة  .نانومتر GISAXS للحصول على ) 

من الداخل ولوحظ تطابق بین تشتت الأشعة السینیة و التصویر  الأغشیة الرقیقةعن تركیب معلومات 

تم قیاس الخواص الضوئیة للأغشیة المُحضرة من خلال . الإلكتروني الماسح و مجھر القوة الذریة

حیث أظھرت النتائج حدوث إمتصاص UV-vis spectroscopyمطیافالأشعھ المرئیة و فوق البنفسجیة 

المناسب نتیجة وجود الطبقة المنقوشة على أسطح الأغشیة مقارنة بالأفلام الرقیقة الغیر  للضوء بالشكل

.منقوشة  

 

 


